SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ -
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI

poszukuje Kandydata na stanowisko
STARSZEGO SPECJALISTY
w Zaktadzie Grafenu i Materiatow dla Elektroniki

(pion badawczy)

nr naboru N/N2/10/2020

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Lukasiewicz-IMiF) prowadzi prace
badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych.
Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitat intelektualny, ktére umozliwiajg
podejmowanie prac naukowych i projektéw na rzecz podnoszenia innowacyjnosci polskich
przedsiebiorstw tworzgc jednoczesnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych
materiatdw oraz technologii i konstrukcji przyrzadéw mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku
galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujnikdw medycznych, srodowiskowych.
tukasiewicz—IMiF corocznie realizuje kilkadziesigt projektdw finansowanych ze srodkéw krajowych i
zagranicznych, ktorych rezultaty majg zwiekszy¢ innowacyjnosé polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o prace

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 0,5 etatu

Miejsce pracy:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,

Centrum Technologii Materiatéw Elektronicznych, ul. Wdlczyniska 133, 01-919 Warszawa

Zakres obowigzkow:

e Obstuga urzadzenia SmartLab firmy Rigaku pracujgcego w trybie: wysokorozdzielczego
dyfraktometru rentgenowskiego, wykonywanie pomiaréw dyfrakcyjnych zaréwno technika
,Out-of-plane” jak i ,In-plane”, rentgenowskiego dyfraktometru proszkowego, reflektometru
rentgenowskiego, przygotowanego
do pomiardéw z zastosowaniem techniki GI-SAXS (Grazing-incidence small angle
X-ray scattering),

e Przebudowa uktadu optycznego urzadzenia SmartlLab tak aby urzadzenie mogto pracowaé w
wyzej wymienionych trybach pracy,

e Techniczne zabezpieczenie pracy urzadzenia SmartLab.

e Obstuga programéw dostarczonych przez producenta, przeznaczonych do sterowania pracg
przyrzadu, zbieraniem i zachowywaniem wynikdw pomiardw, ich interpretacjg, a takze
symulujacych rentgenowskie zjawiska dyfrakcyjne i reflektometryczne,
na przyktad programu ,GlobalFit”.

e Tworzenie wtasnego oprogramowania do symulacji zjawisk zwigzanych z dyfrakcja
i reflektometrig rentgenowska.

e Prowadzenie prac zwigzanych z projektowaniem eksperymentéw naukowych
z wykorzystaniem urzadzenia SmartLab., tak aby maksymalnie wykorzystaé¢ jego mozliwosci
techniczne.

e Prowadzenie badan naukowych, tworzenie i wspéttworzenie publikacji naukowych, udziat w
krajowych i miedzynarodowych konferencjach naukowych i branzowych.



Wymagania:

Wyksztatcenie wyzsze magisterskie i co najmniej 2-letnie doswiadczenie
w sektorze badawczo-rozwojowym

Udokumentowana znajomos$¢ obstugi urzadzenia dyfraktometr rentgenowski SmartLab firmy
Rigaku (certyfikat wydany przez firme Rigaku, lub jej autoryzowane serwisy).

Udokumentowane, witasne doswiadczenie w pracy z tym przyrzadem,

ze szczegblnym uwzglednieniem : umiejetnosci wykonywania pomiaréw dyfrakcyjnych w
trybie zaréwno: ,out-of-plane” jak i, in-plane”, umiejetnosci wykonywania pomiaréw
dyfrakcyjnych w wybranym obszarze przestrzeni odwrotnej, umiejetnosé¢ wykonywania
pomiaréw reflektometrycznych w celu wyznaczenia profilu gestosci, grubosci i szorstkosci
powierzchni ultra-cienkich warstw oraz szorstkosci interfejséw w heterostrukturach w
ktdrych pojawiajg sie ultra-cienkie warstwy, umiejetnosci interpretacji wynikow pomiaréw
otrzymanych za pomoca tego przyrzadu.

Udokumentowany udziat w projektach poswieconych rentgenowskiej charakteryzacji
rozmaitych materiatéw krystalicznych i amorficznych,
w szczegdlnosci:

Udokumentowane, wtasne doswiadczenie w rentgenowskiej charakteryzacji ultra-cienkich (o
grubosci rzedu pojedynczych nanometréw) warstw, zaréwno krystalicznych jak i
amorficznych, takich jak na przykfad: warstwy grafenowe, warstwy BN lub nanometryczne
warstwy tlenkowe wytworzone metodg termicznego utleniania na krysztatach SiC.

Udokumentowane, wtasne doswiadczenie w rentgenowskiej charakteryzacji heterostruktur
zawierajgcych do kilkuset cienkich warstw (na przyktad struktury kwantowych laseréw
kaskadowych).

Udokumentowana umiejetnos¢ wykorzystania symulacji komputerowej

do wyznaczania profilu sktadu chemicznego heterostruktur (sktad chemiczny

i grubosc¢ kazdej warstwy tworzgcej badang heterostrukture) i profilu gestosci (gestos¢ i
grubos¢ kazdej warstwy) badanych materiatéw.

Doswiadczenie w programowaniu w jezykach C++, Python czy Pascal (platforma Delhi),
wskazane zaprezentowanie dziatajgcego programu komputerowego napisanego przez
kandydata przeznaczonego na przyktad, do symulacji krzywych odbié (rocking curve) dla
réznych materiatéw krystalicznych.

Znajomosc¢ programow MS Office, Origin, ktoregos z programoéw do obliczen symbolicznych,
moze by¢ np. Mathematica lub Sage.

mile widziane:

Dobra znajomos¢ jezyka angielskiego w mowie i pismie.

Znajomosc jezyka polskiego (w przypadku obcokrajowcédw potwierdzona certyfikatem).
Wymagania dotyczace dorobku naukowego: Udokumentowany udziat w krajowych
i miedzynarodowych konferencjach naukowych, Autorstwo lub wspdtautorstwo
w monografiach lub publikacjach o zasiegu miedzynarodowym, Rekord w bazie Scopus,
preferowany indeks Hirscha powyzej 6

Umiejetno$¢ organizacji pracy zarédwno wtasnej jak i w zespole; doktadnosé¢
w wykonywanych obowigzkach, sumiennos¢ i samodzielnos¢.

Posiadanie nieposzlakowanej opinii i korzystanie z petni praw publicznych.

Niekaralnos¢ za umysine przestepstwa oraz przestepstwa skarbowe.



Wymagane dokumenty:

e CV zawierajgce szczegotowy opis kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego potwierdzajgce
spetnianie wymagan i zdolnos$¢ do wykonywania obowigzkéw wskazanych w niniejszym
ogtoszeniu o naborze,

e kserokopie dokumentdw potwierdzajgcych wyksztatcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia , kwalifikacje zawodowe niezbedne do wykonywania pracy na stanowisku
okreslonym w ogtoszeniu o naborze.

Kandydatom oferujemy:

e prace w organizacji badawczej nastawionej na realizacje innowacyjnych, prestizowych
projektéw B+R,

e mozliwosé zdobycia unikalnego doswiadczenia zawodowego,

e zatrudnienie na umowe o prace,

e pewne, regularne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejetnosci i zaangazowania,
e dobre wprowadzenie, przeszkolenie i wsparcie zespotu profesjonalistow,

e prace w przyjaznej atmosferze.

Miejsce sktadania dokumentéw:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierowa¢ w formie elektronicznej na adres mailowy
praca@imif.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisujgc numer naboru N/N2/10/2020 do dnia 13 grudnia
2020 r. do godziny 15:00.

Do dokumentéw prosimy dotgczyé niniejszg klauzule:

»Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
biezacej rekrutacji oraz oswiadczam, ze zapoznatam/em sie z zatgczona klauzulg informacyjng
o przetwarzaniu danych osobowych w Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytucie Mikroelektroniki
i Fotoniki.”

Jednoczesnie uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy sie tylko z wybranymi osobami.

data publikacji: 27 listopada 2020 .



Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Klauzula informacyjna dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego
dalej Rozporzgdzeniem 2016/679, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut
Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotnikdw 32/46, 02-668 Warszawa;

2) w sprawach zwigzanych z Pana/Pani danymi osobowymi prosze kontaktowac sie
z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg wytacznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia 2016/679 oraz Kodeksu Pracy;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres trzech miesiecy
po zakonczeniu aktualnej rekrutacji;

5) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane odbiorcom zewnetrznym;

6) posiada Pani/Pan prawo, po spetnieniu warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
2016/679, do zgdania od administratora dostepu do swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie;

7) ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, jesli uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie narusza przepisy o ochronie
danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie odmowa podania danych
uniemozliwi udziat w postepowaniu rekrutacyjnym.



